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Beschreibting denerldchtert 

Stand der fechnik Zeichnungen 
WeErfrndunggehtausvonEdnemV rfahrenzurHer 5 » ^? A n*torungsbefcpiel der Erfindun* bt ; n ^ 

ten Materials ffir den SfiSlS d? wfiS^S " ,n . ei S ein ProzeBscfaritt (siehe Ffc 2> wird 

sdWags vt im besonderen Mafie ein EpoSodS Sifi- a^n^S&S"**** 5 «™««t PBrdto Injuns 

nahl^JiJ^ d< * MembralbereTchTSeb w a ^rstX m B StJt Un ^ mittel oder 

naheai perfekter Atzstop bei der Plasma-StnSuri^ « gel0 . st ^ erden fc6nnen. Durch EindamDfen 

mngtoMembraneerfolgen.Sofernd^S^SS * fe^^^^siihdamiauf demlKSS 

derDE^lMSXDasEinbringK^^iK ^JL^^^™^^ 

dadurch ausbildenden schragen Wande tvird 'nrfMn v£ ~ 7"» den * der Kaveme 3 vollstandig eritfemt. Auf" 

un aereich des Bodens 6 der Kaverne mir unwesentlich 
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vemngert Man kann auch in die Kaverae eine genau 
dosierte Menge an Lack oder Pobnmermaterial einbrin- 
gen, so dafi jeweils nur der Bodenbedeckt ist Dies setzt 
erne entsprecmende I^ckdosleretarichnmg voraus, mit 
der jede Kaverne mdhndudl mit der richtigen Lackmen- 5 
geversehen wird, nzn eine gewSnschte Hfihe der Lack- 
sehichtzu erreichen. 

In einra weiteren Schritt wW dann die Kaverae 3 
mte m «Versiegeluiigssc^^ 

hmgsschieht 8 kann beispielsweise aus Epoxydharz, SO- io 

bestehen. Sihcon-Kunststoff weist den Vorteil auf. daB 

dasbsch blabt und somit beaondcrs geringe mechani. 
sche Spannnngen auf die Sihchmmlatte ausfibL Nach- 1S 
teihg an SiboonistdaB die Weiterbearbeitung der Silici- 
umplatte gegebenenfalis mit fhifisaurehajtigeii Atzto- 
if?? 1 ?' psenVber denen SHicon-Kunststoffe 
. mcht vollstandig bestandig sind. 

In i«un weiteren Verfahfens schritt erfolgt dann die 2 o 
Struktunerungdes Membranbereiclis in den Graben 10l 
die ausgebend von der pberseite J2 in den Membranbe- 
reich 2 eingebracht werden. Dieser Zustand wird in der 
Kft4 ge 2 eigt Fflr das Eingrlben kann ein AtzprozeB 
verwendet werdea, beispielsweise dureh Veroendung « 
ones fluorhaltigen Plasmas gemafi DE4241 045 wel- 
cher an der MetaDschicht 4 stoppt Die MetaUschlcht 4 
wrd mersonut als Atzstop verwendet Bs wird so si- 
I^ST^*?* ** ketaerieUtzung 

sctoejdungder milcromechanischen Strukturen und ei- 
nea Veritist an Strtikturgenauigkelt zur Folge hat Bei 
den mikromeehanischen Strukturen handclt es sieh Mcr 
rS?S&K&?J Drehrate nsensoren, wie sie aus der 
SfJ^ 2 ! 90 ? ^fytthKLEB «fad jedochauchandere 35 
nnfcromecbaiusche Sensor- oder AktuatorstraktUren 
vorstenbar.EinTeUdernotwendigen ProzeBschritte fur 
die irukromechaiiische Struktur konnen bereits erfolat 
Mm, bevor da» inden Fig, 1 bis 4 beschriebene Verfah- 

^Jp^^ h r ^. N ^ b dem ^taa" der Graben 4<, 
10 erfolgt erne Atzung in der Metallschicht 4, so daB die 
Opferschicht Sfreiliegt. 

I? einem weiteren ProzeBschritt wird dann die Opfer- 
schicht 5 emfernt Dies kann beispielsweise dureh Ein- 
tauohen der Siliehimplatte nach der Fig. 4 in ein L5- « 
sungsnuttel erfolgen, welches die SchichtS auflost Al- 
ternativ 1st es auch moglicb, Plasmaatzverfahren zur 
tnuernung des Kunststoffaaterials der Opferschicht 5 

?J£2F^ £. d * !?* 5 ™ rd der dann erreichte 
Zustand gezeigt Porch die Graben 10 ist aus dem Mem- 50 

'SZrST? 2 «? be, r eslich6s ElementSberaosstniktu- 
nert, wefches beispielsweise dureh eine Beschleunigune 
ausgelenkt werden kann. Nach untenhin ist die Bewe- 
gtmg dieses beweglichen Hementes 9 dureh die Versie- 
gelungsschicht B begrenzt, welehe als Ahscnlag wirkt « 
Dureh 1 die ProzeBfblge der Fig. 1 bis 5 ist sornk S 

i£^- t ^*?-* ai * 1 eia An^chlag geschaffen 
worden. Die Metalhaerungsschicht 4 kann auf der Un- 
terseite des Membranbereichs 2 und auch auf der Un- 
M«!' n e ^^S^en Elements verbleiben. Diese «, 
Metaflschicht 4 kann sogar wflnschenswert und nOtzlich 
wLwu ■ C P en nied en>hmigen etektrischen Masse- 

[^e^ run «*t«st,diese Metallschicht4zue n tfernen, 
^tl^rT ZT? Eintauchen in eine 65 
furdie Metallschicht4 geeignete AtziOsung erfolgen. 

Der Abstand des beweglichen Elements 9 zur Versie- 
gelung 8, die als Anschlag wirkt, wird dureh die Diclce 
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Se^S^Biy 6111 - 1 W» ^"^sungen 

iregen in der GraBenordnung von cinigen Mikrometem 

opfS t* ^ rae ii^^srs 

Patentanspruche 

t^!^ " e « teUun g von mikromechani- 
schen Strukturen, bei dem dureh Einbringen einer 
Kaverae (3) in emer SiHeiumplatte (1) effi 

t 3 ?**?**" ^ dem dann aus 
deru Membranbereich (2) dureh Atzen ein bewegK- 
ches Element^) herausstrukturiert wird und bei 
dem em Anschlag erzeugt wird, mit dem die Aus- 
tenkungrtes beweglichen Elements (9) beschraiikt 
wird. dadureh sekemizelclmet, daB auf einer Un- 
** Membranber^chs (2) eufe OpfeL 
schusht (5) erzeugt wird, das die OpferschichtSmit 

deckt wird, daB ausgehend von der Oberseite (12) 
Graben (10) m den Membranbereich (2) einge- 
J~i W ^ e "- & bis Opferschicht (5) reichen 
und daB die Opferschicht (5) dureh Bea\rfschlagen 
mit ememAtzmedium entfernt wird. g 

2. Verfahren nach Anspnich 1, dadurch eekenn- 

■ISSSf m de v 5.? aVe ^ e (3 > ein Sebrachien Kunst- 
stofflSsunggebildetwird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch* sekenn- 
p^ct, dafi nach den^ F^a^Ten^S- 

den Wtaden (7) der Kaverne (3) dureh das Ein- 
dampfen geschaffene Kunststoffschicht wiederem- 
lernt wird. 

l^^ e 5 na ? einefn der TOr ^ehenden An- 
sprfiche, dadurch gekennzeichnet, daB fur die Ver- 
gegeliuigsschicht (8) ein Silicon-Knnststoff oder ein 
Epoxydbarz verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprfiche, dadurcb gekennzeichoet, d&B das Enbrin- 
gen der Graben (10) dureh Atzen erfolgt, daB auf 
der Umerseite (It) der Membranschicht (2) eine 
Meulhsierung (4) aufgebracht wird, die als Atzstcin 
fflrdenAtzschrittdienL . P 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Metollisierung (4) auf der Unter- 
seite (11) des Membranbereichs (2) nach dem Ent- 
fernen der Opferschicht (5) entfernt wfrd 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprflche, dadurch gekennzeichnet, daB das Einbrin- 
g«i der Grtben (10) dureh Atzen mitteis e ines flu- 
orhalugen Plasmas vorgenommen wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
jS?2 che i^ nrc ^ gekennzeichnet, daB die Kaverne 
(j; dureh anisotropes Atzen des einkristaUinen Sili- 
aums der SJiciumplane (1) erfolgt 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche. dadurch gekennzeichnet, dafi eine vorbe- 
snmmte Menge an Kunststoffldsung in die Kaver- 
ne (3) eingebracht wird 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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Fig. 4 



Fig. 5 
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